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1.はじめに： 高出力、高耐圧のパワー応用を目指した縦型デバイスには、低欠陥、低抵抗

ウェハの作成が重要になる[1]。しかし現在、高温高圧(HPHT)法による高濃度 Bドープした

p+ダイヤモンド基板に関しては入手も困難であり、結晶の評価などもまだ殆ど行われてい

ない[2,3]。本報告ではこの p+ HPHT種結晶に関して、欠陥解析を行った。  

2.実験： 測定試料は B ドープ HPHT 単結晶ダイヤモンドを用い、九州シンクロトロン光

研究センター(SAGA-LS)の SR光BL09によるX線トポグラフィと、走査型電子顕微鏡(SEM)

によって欠陥の非破壊観察を行った。 

3.結果： 図1に反射法で測定したX線トポグラフィ像を示す。図1より(111)系の4つと(001）

系 1つの Growth sector と Stacking Faultが明確に観察できた。Growth sector boundaryの変節

点から Stacking Faultが伸びている事もわかる。また結晶性自体もそれらに依存する。これ

は p+ダイヤモンドに特有で、絶縁結晶には見られない特徴であり、HPHT 成長時の B の存

在による成長への影響や偏析等によるものと推定される。H2 プラズマによるエッチピット

の SEM像を図 2に示す。エッチピットは図 2(a)のように<110>または<1-10>系の転位線上に

存在するものや、図 2(b)のように転位線の分岐点上に存在しているなど、分布にいくつかの

法則性があり、X線トポグラフィ像に映る両系統の転位と対応するものが多数みられる。以

上の特徴は、大小差こそあれ p+ HPHT 結晶に共通するもので、パワーデバイス用のウェハ

の種結晶とするには早急に解決せねばならない課題である。 
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図 1. X線トポグラフィ像        図 2. エッチピット部の SEM像 
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